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Verwendungszweck: p-n-p Flachentransistor fiir NF-Vorstufenverstdrker und
Endstufen kleiner Leistung (z. B.Horgerdten) mit mittleren Werten der Strom-
verstarkung.

Kenndaten:

a) Statisch (3q = 25° C)

Kollektor-Reststrom
bei —Ucg =5V; JE =0:—)co = 20 uA
bei —Uce =5V; Jg =0:—}co = 350 A

Anderungen vorbehalten
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b) Dynamische Kenndaten
(f =1 kHz, 44 = 25" C) Mittelwerte und Streubereiche

Basisschaltung:

Arbeitspunkt: — Ucp =35V, Je == 1mA
KurzschluB-Eingangswiderstand  h,, = 38 | O
(24 - - - 70)
Leerlauf-Ausgangsleitwert hys 1,57 S
(0,5 - - 4) t
KurzschluB-Stromverstdrkung —h,, — 0,928
0,9---0,95)
Leerlauf-Spannungsriickwirkung h,, = 10,7 10~4
(3- - - 25)
Grenzfrequenz fa = 200 kHz
maximale Leistungsverstarkung Gpax =— 26 dB
Rauschfaktor
(bei JE =0,2mA; —Ucg =1V,
f=1kHz; Rg==5000); Af =600Hz) F < 25 dB
Anderungen vorbehaiten
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b) Dynamische Kenndaten
(f = 1 kHz, 44 = 25° C) Mittelwerte und Streubereiche

Emitterschaltung:

Arbeitspunkt: —U = 2V, —J.=1mA
Kurzschluf3-Eingangswiderstand h’;y, == 800
(500 - - - 1500)

Leerlauf-Ausgangsleitwert hige = 22

(10- - - 80)
KurzschluBBstromverstdrkung h'y, = 13

(10 - - - 20)
Leerlauf-Spannungsriickwirkung  h’j;, = 6,6

(3 - 25)
Grenzfrequenz fe = 10
maximale Leistungsverstdrkung G'max = 33

(28 - - 35)

Anderungen vorbehalten
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c) Grenzwerte

Emitterstrom:

Effektivwert JEmax = 10 mA
Spitzenwert Jesp = 15 mA
Kollektorstrom:
Effektivwert — JCmax — 10 mA
Spitzenwert —Jcsp = 15 mA
Kollektorspannung:
Effektivwert — UcBmex = 15 V
Spitzenwert —Ucgsp = 25 ¥V
Effektivwert — UcEmax == 10 V
Spitzenwert — Ucesp == 20 V¥V
Verlustleistung NvVmax -= 25 mWwl)
Widrmewiderstand bei Ne
ruhender Luft % = 1,2

m VY
Sperrschichttemperatur #jmax = 65 °“C
Umgebungstemperatur #amax = 45 ~C

1) Bei hoheren Temperaturen ist die maximale Verlustleistung zu reduzieren
nach der Formel
ﬁimux — Uq

— Nv max

Anderungen vorbehalten
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Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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